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Résumeé

Le stage consiste a I'étude en réflectométrie X de structures Ge/Si et Si/Ge/Si soumises a des recuits successifs. Il est
nécessaire de connaitre l'influence des recuits pour s'assurer d'obtenir des substrats conformes et compatibles avec
la technologie DoTPIX.

Sujet détaillé

Le développement des détecteurs internes en physique des particules exige toujours plus de progrés en terme de
résolution spatiale et de résolution en temps. Pour le premier critére nous avons proposé une structure, basée sur un
puit quantique enterré en dessous d’un dispositif MOS. Cette structure a été simulée de maniere systématique pour
s’assurer de sa fonctionnalité, et d’obtenir les criteres nécessaires a sa faisabilité. Nous avons commencé a réaliser et
caractériser les couches épitaxiés nécessaires a I'élaboration du DoTPIX. Nous entrons dans une I'étape plus
avancée de la réalisation de la structure DoTPIX afin de la caractériser. Pour que cette structure fonctionne il est
nécessaire que la couche enterrée en Ge soit suffisamment stable aprés avoir vu des étapes du procédé de
fabrication, qui comportent des recuits et des oxydations. Pour ce nous étudions des structures Si/Ge/Si soumises a
différents traitements thermiques, a l'aide de réflectométrie X. Ces expériences seront faites sur une ligne Diffabs du
Synchrotron Soleil. Les données finales devront étre analysées offline, pour obtenir la composition, les contraintes par
exemple. C'est l'objet de ce stage, qui devra déterminer les conditions limites dans lesquelles les étapes
technologiques devront étre réalisées et comprendre la physique liée au couches enterrées de Ge dans le Silicium,
obtenues par épitaxie (CVD). Le stage d’une durée de 5-6 mois se déroulera a I'lRFU, en collaboration avec I'lRAMIS,
qui apportera sa connaissance en réflectométrie X. Une collaboration avec le C2N et le LAAS est en cours pour ce
travail.
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Analysis of reflectometry results obtained on Ge/Si and Si/Ge/Si DoTPIX structures

Summary

The subject consists in the study of Ge/Si and Si/Ge/Si structures. These structures will be thermally annealed during
the processsing of the DoTPIX. Thus, it is necessary to have a clear view of the annealing effects to assess the ability
of these structures with the future DoTPIX technology.
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